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 要  旨 
電圧バッファは入力電圧信号をできるだけ電圧レベルを保ったまま次段の電子システムに伝達する
利得１の増幅回路であり、電圧フォロアとも呼ばれる。高性能演算増幅回路（オペアンプ）を用いて高
性能電圧バッファ構成することが可能である。しかし、この方法では回路規模や消費電力などが大きく
なってしまう欠点がある。このため、CMOS の簡易型電圧バッファについての研究が盛んに行われてい
る。これらの多くの研究にでは、駆動する対象回路の低入力インピーダンスや低入力容量主に対応する
回路構成が提案され、多くの電子システムにおいて重要な役割を果たしている。低消費電力向きの設計
された多くの電圧バッファ回路は大きい容量性の負荷を駆動できないため、大きい容量性の負荷が駆動
できる電圧バッファについて多くの研究が行われ,いくつかの良い結果が報告されている[1]-[3]。 
本研究では、大きい容量性の負荷を駆動可能な電圧バッファについての研究を行っている。大きい
容量性の負荷を駆動するために、出力電流（充電又は放電電流）を大きくする必要がある。回路全体の
バイアス電流を増やすことによって出力電流を大きくすることができるが、消費電力がバイアス電流
と共に増えしまう。静的消費電力を増やせずにバッファ回路の駆動を向上させるために、必要に応じ
てバイアス電流と出力電流を動的に調整可能な回路構成が必要となる。文献[1]において、適応型バイ
アスを回路構成に導入することで、負荷に対応して出力電流を充電可能な回路構成を提案している。
本研究において、適応型バイアス回路構成を電圧バッファ回路に導入することにより、低消費電力及び
高スルーレートの特性を有する電圧バッファ回路を提案する。0.35μm の標準 CMOS プロセスによる
シミュレーションの結果により、電源電圧 3.3V において、提案回路の入力電圧範囲は 3.0V となり、こ
のときのゲインエラーは-51.5mdB である。また、全高調波歪（THD）は-53.0dB、そして、立ち上がり
及び立下りのスルーレートはそれぞれ 58.9V/μs、5.4V/μs であることが確認できた。従来の電圧バッフ
ァと比較した場合、本研究で提案した電圧バッファはワイドスイング及び低ゲインエラーの特徴を持っ
ていることが確認できた。さらに、適応型バイアス構成を用いたことにより、静的消費電力を抑えなが
ら十分な駆動能力を得ることが確認できた。ROHM 0.18um CMOS プロセスを利用して提案回路のレイア
ウト設計を行って試作チップもつくりました。本提案電圧バッファは高い容量性の負荷を駆動する電圧
バッファとして様々なアプリケショーンに応用できることが期待できる。 
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